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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明絶縁性基板上に薄膜トランジスタ及び配線を形成する工程と、
　前記透明絶縁性基板上に前記薄膜トランジスタ及び前記配線を覆う保護膜を堆積させる
工程と、
　前記保護膜の上に前記保護膜を覆い、かつ、前記配線の上方に位置する第１の開口部を
有する第１の感光膜を形成する工程と、
　前記第１の感光膜の上に前記第１の感光膜を覆い、かつ、前記第１の開口部の内側に第
２の開口部を有する第２の感光膜を形成する工程と、
　前記第２の感光膜をマスクとして前記第２の開口部に露出する前記保護膜をエッチング
除去して前記保護膜に第３の開口部を形成する工程と、
　前記第２の感光膜を除去した後、前記第１の感光膜の上に前記第３の開口部を覆う導電
膜を堆積させ、前記導電膜をパターニングして前記第３の開口部に露出する配線と接続す
る前記導電膜からなる上層配線を形成する工程とを備えるアクティブマトリクス基板の製
造方法であって、
　前記第１の開口部は前記第３の開口部を２．０μｍ以上のマージンでもって包含する形
状に形成されることを特徴とするアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第２の感光膜の膜厚は、１．５μｍ～４．０μｍの範囲である請求項１記載のアク
ティブマトリクス基板の製造方法。
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【請求項３】
　前記第１の感光膜を形成する工程において、前記第１の感光膜は、前記保護膜の上に第
１の感光膜を塗布し、露光、現像を行った後に１２０～１６０℃の温度範囲内で３～１０
分間のミッドベークを行い、続いて２２０～２３０℃の温度範囲内でポストベークを行う
ことにより形成される請求項１又は２記載のアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項４】
　前記第１の感光膜を形成する工程において、前記第１の感光膜は、前記保護膜の表面を
界面処理し、前記保護膜表面と前記第１の感光膜との密着性を強化させる処理を行った後
に形成される請求項１、２又は３記載のアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項５】
　前記第２の感光膜を形成する工程において、前記第２の感光膜は、前記第１の感光膜の
形成された前記透明絶縁性基板の表面を界面処理し、前記第１の開口部に露出する保護膜
表面と前記第２の感光膜との密着性を強化させる処理を行った後に、前記第１の感光膜の
上に形成される請求項１乃至４のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法
。
【請求項６】
　前記第２の感光膜を形成する工程において、前記第２の感光膜は、前記第１の感光膜の
上にノボラック系の感光性レジストを塗布し、露光、現像を行った後に２０～１２０℃の
温度範囲内で３～１０分間の熱処理を行い、前記第２の開口部の側面形状をテーパー状と
することにより形成される請求項１乃至５のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板
の製造方法。
【請求項７】
　前記第２の感光膜を形成する工程において、前記第２の感光膜は、前記第１の感光膜の
上にノボラック系の感光性レジストを塗布した後、前記第２の開口部形成予定領域の前記
感光性レジストに対して露光量を変えて露光し、その後現像して前記第２の開口部の側面
形状をテーパー状とすることにより形成される請求項１乃至５のいずれかに記載のアクテ
ィブマトリクス基板の製造方法。
【請求項８】
　前記第２の感光膜を形成する工程において、前記第２の感光膜は、前記第２の感光膜の
前記第２の開口部にテーパー形状を形成した後に、前記感光性レジストに対して減圧乾燥
処理を施し、前記感光性レジスト中に含まれる溶媒を蒸発させ、前記感光性レジストの前
記第２の開口部のテーパー形状を維持させることにより形成される請求項６又は７記載の
アクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項９】
　前記保護膜を堆積させる工程と前記第１の感光膜を形成する工程との間に、前記保護膜
の上にカラーフィルタ及びブラックマトリクスを形成する工程が挿入される請求項１乃至
８のいずれかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記配線は前記薄膜トランジスタを構成するゲート電極、ゲート配線、共通配線、ソー
ス・ドレイン電極及び共通電極を含み、前記ゲート電極は前記ゲート配線の一部を構成し
、前記共通電極は前記ゲート配線と同時に形成される前記共通配線に接続され、前記第３
の開口部は前記ソース・ドレイン電極の上に形成され、前記上層配線は前記第３の開口部
を通して前記ソース・ドレイン電極に接続される画素電極の他、前記画素電極と離間して
所定の間隔で並行して形成される電極部分を有する共通電極を含む請求項１乃至９のいず
れかに記載のアクティブマトリクス基板の製造方法。
【請求項１１】
　透明絶縁性基板上に形成された薄膜トランジスタ及び配線と、
　前記薄膜トランジスタ及び前記配線を覆い前記透明絶縁性基板上に形成された保護膜と
、
　前記保護膜を覆い、かつ、前記配線の上方に位置する第１の開口部を有すべく形成され
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た第１の感光膜と、
　前記保護膜のうち前記第１の開口部の内側に形成された第３の開口部と、
　前記第３の開口部に露出する配線と接続する上層配線とを備えるアクティブマトリクス
基板であって、
　前記第１の開口部は前記第３の開口部を２．０μｍ以上のマージンでもって包含する形
状に形成されることを特徴とするアクティブマトリクス基板。
【請求項１２】
　前記保護膜と前記第１の感光膜との間に、色層を有する請求項１１記載のアクティブマ
トリクス基板。
【請求項１３】
　前記配線は前記薄膜トランジスタを構成するゲート電極、ゲート配線、共通配線、ソー
ス・ドレイン電極及び共通電極を含み、前記ゲート電極は前記ゲート配線の一部を構成し
、前記共通電極は前記ゲート配線と同時に形成される前記共通配線に接続され、前記第３
の開口部は前記ソース・ドレイン電極の上に形成され、前記上層配線は前記第３の開口部
を通して前記ソース・ドレイン電極に接続される画素電極の他、前記画素電極と離間して
所定の間隔で並行して形成される電極部分を有する共通電極を含む請求項１１又は１２記
載のアクティブマトリクス基板。
【請求項１４】
　前記第３の開口部の側面は、テーパー形状であることを特徴とする、請求項１１乃至１
３のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置の製造方法に関し、特に液晶パネルの軽量化、薄型化に採用され
るプラスチック基板を用いた液晶表示装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ツイスト・ネマチック（ＴＮ）型の液晶表示装置は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を搭載
したＴＦＴ基板とカラーフィルタを搭載したカラーフィルタ（ＣＦ）基板とが液晶を挟ん
で形成される構成を採る。また、ＴＦＴ基板の液晶と反対側の裏面からバックライトをＴ
ＦＴ基板に向けて照射し、液晶を回転させることにより入射光の透過、遮断を行い、ＣＦ
基板を透過する光により色表示を行っている。この場合、図３（ａ）の１画素の平面図に
示されるように、ゲート配線２ｂ、ソース配線６ｂ及び画素電極２０により覆われない領
域にバックライトが入射すると、正常に制御されていない液晶に光が入射することとなり
表示品質の低下を招く。この光漏れを防ぐため、ＣＦ基板上に設けられたブラックマトリ
クスで遮光する必要がある。しかし、ＣＦ基板とＴＦＴ基板との重ね合わせがある程度ず
れることを見込んでブラックマトリクスによる遮光領域は大きくする必要がある。従って
、液晶表示装置の開口率が小さくなり、透過率の低い液晶表示装置になってしまうという
問題点を有した。
【０００３】
上記問題を解決し、開口率を大きくする手段として、ＴＦＴ基板の上にカラーフィルタを
形成する方法（ＣＦｏｎＴＦＴ構造）が、特願平１０－３５１６３７号公報（以下、従来
例）に開示されている。図８、９は、従来例のチャネル保護型ＴＦＴをスイッチング素子
に用いたＣＦｏｎＴＦＴの製造工程を示した断面図である。図８、９を用いてＣＦｏｎＴ
ＦＴの構造を説明する。
【０００４】
まず、透明性絶縁基板５１上にチャネルエッチ型ＴＦＴ６０ａを形成し、チャネルエッチ
型ＴＦＴ６０ａを含む基板全面をパッシベーション膜５８で覆う。パッシベーション膜５
８は例えばプラズマＣＶＤ法による窒化シリコン膜で形成する（図８（ａ））。
【０００５】
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次に、赤色顔料をアクリル系樹脂に分散させたネガ型光硬化性カラーレジストを、スピン
コート法で透明性絶縁基板５１上に塗布する。膜厚は約１．２μｍ程度になるようスピン
回転数を調整する。次に、ホットプレートで８０℃で２分間プリベークを行い、露光した
後、ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒドロオキサイド）液で現像し、対応する部分
に赤色カラーフィルタ６３ａを形成する（図８（ｂ））。このとき、赤色カラーフィルタ
６３ａは、この後の工程で形成されるコンタクトスルーホール上には形成しない。続いて
、クリーンオーブンで２２０℃、６０分間の焼成を行い、赤色カラーフィルタ６３ａを硬
化させる。
【０００６】
次に、赤色カラーフィルタ６３ａ形成と同様の方法で緑色カラーフィルタ６３ｂを形成し
、オーブンで２２０℃、６０分間の焼成を行うと緑色カラーフィルタ６３ｂが得られる（
図８（ｃ））。青色カラーフィルタ６３ｃの形成も同様の方法で形成する。
【０００７】
次に、カラーフィルタの形成後、ブラックマトリクス６４を形成する。ブラックマトリク
ス６４はアクリル樹脂にカーボンあるいは顔料を分散させた樹脂ブラックマトリクスを用
いる。例えば、粘度２０ｃｐ程度の材料を用いてスピンコート法により透明性絶縁基板５
１上に約１．５μｍの膜厚に樹脂を塗布、現像して形成するが、この後の工程で形成され
るコンタクトスルーホール上には設けない。
【０００８】
次に、平坦化のためオーバーコート層６５を塗布し、現像工程にてオーバーコート層６５
に第２開口６６を形成する。更にオーバーコート層１５の焼成を２２０℃・６０分行い硬
化させる。この時、オーバーコート層の形状は、焼成時のメルトにより、大きな弧を描い
た弓なり形状となる（図９（ａ））。
【０００９】
続いて、ノボラック系感光性レジスト６７を塗布し、パターニングしてコンタクトホール
６８を形成する。その後、ノボラック系感光性レジスト６７をマスクとしてパッシベーシ
ョン膜５８のエッチングを行い、パッシベーション膜５８にコンタクトスルーホール６９
を形成する（図９（ｂ））。
【００１０】
次に、オーバーコート層６５、コンタクトスルーホール６９の形成後、それらの上にスパ
ッタ法で画素電極となる透明導電膜を成膜し、パターニングして画素電極７０を形成する
（図９（ｃ））。この時、膜厚は厚いほど良好なカバレッジが得られ、ドレイン電極５７
との電気的な接続が安定するが、透明導電膜に用いるＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉｎ－Ｏ
ｘｉｄｅ）膜の加工性を考慮すると約１００ｎｍの膜厚が適当である。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、この従来例では、弓なり形状となったオーバーコート層の上に、ノボラック系感
光性レジストを塗布して、画素電極とドレイン電極を接続するためのパッシベーション膜
の開口を行うが、ノボラック系感光性レジストのコンタクトホール６８とオーバーコート
層の第２開口６６とをレイアウト上で目合わせ余裕の１μｍのマージンを持たせても、ノ
ボラック系感光性レジストのコンタクトホール６８が下地のオーバーコート層の第２開口
６６といずれかの辺で重なって形成される。このため、ノボラック系感光性レジスト６７
のコンタクトホール６８部分の形状が、パッシベーション膜界面でオーバーコート層の第
２開口６６に沿って垂直に切り立ってしまい、エッチング後のパッシベーション膜のコン
タクトスルーホール６９の形状が垂直になり、画素電極とドレイン電極の接続抵抗が安定
しないという問題点を有していた。
【００１２】
本発明の目的は、液晶表示装置に用いられるＣＦｏｎＴＦＴ基板において、ソース・ドレ
イン電極とそれに接続される画素電極との接続抵抗を安定して低く製造することが可能と
なるアクティブマトリクス基板の製造方法を提供することにある。
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【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法は、透明絶縁性基板上に薄膜トランジスタ
及び配線を形成する工程と、前記透明絶縁性基板上に前記薄膜トランジスタ及び前記配線
を覆う保護膜を堆積させる工程と、前記保護膜の上に前記保護膜を覆い、かつ、前記配線
の上方に位置する第１の開口部を有する第１の感光膜を形成する工程と、前記第１の感光
膜の上に前記第１の感光膜を覆い、かつ、前記第１の開口部の内側に第２の開口部を有す
る第２の感光膜を形成する工程と、前記第２の感光膜をマスクとして前記第２の開口部に
露出する前記保護膜をエッチング除去して前記保護膜に第３の開口部を形成する工程と、
前記第２の感光膜を除去した後、前記第１の感光膜の上に前記第３の開口部を覆う導電膜
を堆積させ、前記導電膜をパターニングして前記第３の開口部に露出する配線と接続する
前記導電膜からなる上層配線を形成する工程とを備えるアクティブマトリクス基板の製造
方法であって、前記第１の開口部は前記第３の開口部を第２の感光膜の膜厚以上のマージ
ンでもって包含する形状に形成されることを特徴とする。上記本発明のアクティブマトリ
クス基板の製造方法は、以下のような適用形態を有している。
【００１４】
まず、前記第２の感光膜の膜厚は、１．５μｍ～４．０μｍの範囲である。
【００１５】
次に、前記第１の感光膜を形成する工程において、前記第１の感光膜は、前記保護膜の上
に第１の感光膜を塗布し、露光、現像を行った後に１２０～１６０℃の温度範囲内で３～
１０分間のミッドベークを行い、続いて２２０～２３０℃の温度範囲内でポストベークを
行うことにより形成される。
【００１６】
次に、前記第１の感光膜を形成する工程において、前記第１の感光膜は、以下のような方
法で処理される。
【００１７】
すなわち、前記第１の感光膜を形成する工程において、前記第１の感光膜は、前記保護膜
の表面を界面処理し、前記保護膜表面と前記第１の感光膜との密着性を強化させる処理を
行った後に形成される。
【００１８】
次に、前記第２の感光膜を形成する工程において、前記第２の感光膜は、以下のような方
法で処理される。
【００１９】
まず第１に、前記第１の感光膜の形成された前記透明絶縁性基板の表面を界面処理し、前
記第１の開口部に露出する保護膜表面と前記第２の感光膜との密着性を強化させる処理を
行った後に、前記第１の感光膜の上に前記第２の感光膜を覆うことにより形成される。
【００２０】
第２に、前記第１の感光膜の上にノボラック系の感光性レジストを塗布し、露光、現像を
行った後に２０～１２０℃の温度範囲内で３～１０分間の熱処理を行い、前記第２の開口
部の側面形状をテーパー状とすることにより形成される。
【００２１】
第３に、前記第１の感光膜の上にノボラック系の感光性レジストを塗布した後、前記第２
の開口部形成予定領域の前記感光性レジストに対して露光量を変えて露光し、その後現像
して前記第２の開口部の側面形状をテーパー状とすることにより形成される
第４に、前記第２の感光膜の前記第２の開口部にテーパー形状を形成した後に、前記感光
性レジストに対して減圧乾燥処理を施し、前記感光性レジスト中に含まれる溶媒を蒸発さ
せ、前記感光性レジストの前記第２の開口部のテーパー形状を維持させることにより形成
される。
【００２２】
次に、前記保護膜を堆積させる工程と前記第１の感光膜を形成する工程との間に、前記保
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護膜の上にカラーフィルタ及びブラックマトリクスを形成する工程が挿入される。
【００２３】
次に、前記配線は前記薄膜トランジスタを構成するゲート電極及びソース電極を含み、前
記ゲート電極は前記配線を構成するゲート配線に接続され、前記第３の開口部は前記ソー
ス電極の上に形成され、前記上層配線は前記第３の開口部を通して前記ソース電極に接続
される画素電極の他、前記画素電極と離間して所定の間隔で並行して形成される電極部分
を有する共通電極を含み、前記共通電極は前記ゲート配線と電気的に接続される。
【００２４】
次に、本発明のアクティブマトリクス基板は、透明絶縁性基板上に形成された薄膜トラン
ジスタ及び配線と、前記薄膜トランジスタ及び前記配線を覆い前記透明絶縁性基板上に形
成された保護膜と、前記保護膜を覆い、かつ、前記配線の上方に位置する第１の開口部を
有すべく形成された第１の感光膜と、前記保護膜のうち前記第１の開口部の内側に形成さ
れた第３の開口部と、前記第３の開口部に露出する配線と接続する上層配線とを備えるア
クティブマトリクス基板であって、前記第１の開口部は前記第３の開口部を１．５μｍ以
上のマージンでもって包含する形状に形成されることを特徴とする。
【００２５】
本発明のアクティブマトリクス基板の第１の適用形態は、前記保護膜と前記第１の感光膜
との間に、色層を有する。
【００２６】
また、本発明のアクティブマトリクス基板の第２の適用形態は、前記配線は前記薄膜トラ
ンジスタを構成するゲート電極、ゲート配線、共通配線、ソース・ドレイン電極及び共通
電極を含み、前記ゲート電極は前記ゲート配線の一部を構成し、前記共通電極は前記ゲー
ト配線と同時に形成される前記共通配線に接続され、前記第３の開口部は前記ソース・ド
レイン電極の上に形成され、前記上層配線は前記第３の開口部を通して前記ソース・ドレ
イン電極に接続される画素電極の他、前記画素電極と離間して所定の間隔で並行して形成
される電極部分を有する共通電極を含む。
【００２７】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の特徴は、樹脂ブラックマトリクス、カラーレジスト、オーバーコート膜を
用いてＴＦＴ基板上にカラーフィルターを形成するアクティブマトリクス基板において、
コンタクトホールの形成をオーバーコート層の形成後に行う工程で、ノボラック系感光性
レジストの形状を弓なり形状に形成されたオーバーコート層の影響を受けないようにテー
パー形状に制御することである。
【００２８】
次に、本発明の第１の実施形態について図１～６を参照して説明する。図１は、本発明に
よる液晶表示装置の方法により形成されたＴＦＴ近傍の断面図であり、図２は液晶表示装
置のアクティブマトリクス基板の回路図であり、図３は、アクティブマトリクス基板の１
画素の平面図であり、（ａ）は平面図が複雑になるためにカラーフィルタ及びブラックマ
トリクスを除いて示したものであり、（ｂ）は、カラーフィルタ及びブラックマトリクス
と画素電極及びコンタクトスルーホールの位置関係を示すためにそれらのみを示す平面図
である。また、図４～６は、本発明の第１の実施形態の液晶表示装置の方法を、図３の切
断線Ａ－Ａ’に沿ったＴＦＴ部分の断面図として製造工程順に示すものである。
【００２９】
図２は本発明のＣＦｏｎＴＦＴ構造を含むアクティブマトリクス基板の構成を示す回路図
である。
【００３０】
図１について説明すると、透明性絶縁基板１上にゲート電極２ａが設けられ、それらを覆
うようにゲート絶縁膜３が形成される。その上にゲート電極２ａと重畳するように半導体
層４が設けられ、その半導体層４の中央部上で隔てられたソース電極６ａ、ドレイン電極
７がオーミックコンタクト層５を介して半導体層４に接続されている。それらソース電極
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６ａとドレイン電極７の間のオーミックコンタクト層はエッチング除去され、ソース電極
６ａ、ドレイン電極７と半導体層４の間にのみオーミックコンタクト層５が設けられてい
る。
【００３１】
さらに、オーミックコンタクト層がエッチング除去されたチャネル部を含めて、これらを
覆うようにパッシベーション膜８が設けられ、ドレイン電極７と画素電極２０を接続する
ためのコンタクトスルーホール１９が形成されている。
【００３２】
このとき、コンタクトスルーホール１９をテーパー形状に形成するためには、コンタクト
スルーホール１９の開口位置とオーバーコート層の開口１６の位置が重要になる。図１に
示すように、コンタクトスルーホール１９の位置がオーバーコート層１５の開口１６の位
置から２μｍ以上離れていないと、パターニングの際、ノボラック系感光性レジスト１７
がオーバーコート層１５の端面形状の影響により、弓なり形状に形成される。このため、
パッシベーション膜８界面のノボラック系感光性レジスト１７の形状が垂直になってしま
い、パッシベーション膜８のコンタクトスルーホール１９の形状をテーパーに制御するこ
とができない。
【００３３】
パッシベーション膜８上には、Ｒ、Ｇ、Ｂの各色層のカラーフィルタ１３がコンタクトス
ルーホール１９上を除いた画素表示領域に対応した部分に設けられている。その上にブラ
ックマトリクス１４がＴＦＴを含むゲート配線上のパッシベーション膜８の上に形成され
、コンタクトスルーホール１９を除く領域をオーバーコート層１５が覆っている。
【００３４】
図２は、アクティブマトリクス基板の構成を示す回路図であり、ゲート端子２ｃからゲー
ト配線２ｂが導出され、マトリクス状に配置された画素のＴＦＴ１０のゲート電極に接続
される。一方、ドレイン端子７ａからはドレイン配線６ｂが導出され、ＴＦＴ１０のドレ
イン電極に信号を供給する。アクティブマトリクス基板とそれに対向する対向基板との間
には液晶４４が注入され、各画素の画素電極は、対向基板に形成された共通電極との間で
液晶４４を誘電体とする画素容量４５を構成する。
【００３５】
図４～６は本発明の第１の実施形態の製造工程を示している。
【００３６】
図４（ａ）のように、透明性絶縁基板１上にゲート電極２ａ、ゲート絶縁膜３、半導体層
４、オーミックコンタクト層５、ソース電極６ａ及びドレイン電極７、パッシベーション
膜８がそれぞれ形成される。
【００３７】
次に、図４（ｂ）のように、カラーレジストとして顔料を分散させたアルカリ現像液に溶
解する光硬化性アクリル樹脂を用い、このカラーレジストをスピンコート法により、基板
上に約１．２μｍの厚さに塗布する。続いて、８０℃で２分プリベークをした後、露光し
てアルカリ現像液（ＴＭＡＨ）でパターニングする。この時、カラーレジストはコンタク
トスルーホールが形成される領域には形成されず、図のように第１開口１２となる。
【００３８】
次に、２２０℃に予め加熱されたオーブンに、カラーレジストがパターニングされた基板
を入れ硬化させる。これにより赤色カラーフィルタ１３aが形成される
。本提案では、赤色カラーフィルタ１３ａの形成前にブラックマトリクスの形成を行わな
いため、赤色カラーフィルタ１３ａの残渣が発生しない。これは、赤色カラーフィルタ１
３ａの形成前に、同じ成分のブラックマトリクスのような有機膜が形成されている場合、
赤色カラーフィルタ１３ａと下地の有機膜との密着性が向上するため赤色カラーフィルタ
１３ａの残渣が発生しやすくなる、という事実に基づく。
【００３９】
同様の方法で緑色カラーフィルタ１３ｂ（図４（ｃ））、青色カラーフィルタ１３ｃ（図



(8) JP 4876341 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

５（ａ））を形成した後、トランジスタの遮光と周辺シールド部の遮光の為にブラックマ
トリクス１４を形成する（図５（ｂ））。ブラックマトリクス１４はアクリル樹脂にカー
ボンあるいは顔料を分散させた樹脂ブラックマトリクスを用いる。本実施形態では、粘度
２０ｃｐ程度の材料を使いスピンコート法で基板上に約１．５μｍの膜厚に形成し、コン
タクトホール形成領域には設けない。
【００４０】
次に、オーバーコート層１５を塗布し、現像工程にてオーバーコート層１５のコンタクト
ホール形成領域を開口して第２開口１６を形成する。続いて、ノボラック系感光性レジス
ト１７を１．５～４．０μｍの膜厚に塗布、パターニング後、ノボラック系感光性レジス
ト１７をマスクとしてパッシベーション膜８のエッチングを行う。このとき、ノボラック
系感光性レジスト１７に開口されるコンタクトスルーホール１９をテーパー形状に形成す
るためには、コンタクトスルーホール１９の開口位置とオーバーコート層１５の開口位置
が重要になる。
【００４１】
次に、主にコンタクトホール形成領域周辺に剥き出しになっているパッシベーション膜８
の表面処理を行った後、オーバーコート層１５を塗布し、現像工程にてオーバーコート層
１５のコンタクトホール形成領域を開口して第２開口１６を形成する。このパッシベーシ
ョン膜８表面の界面処理はオーバーコート層１５との密着性を向上させるために行われ、
シラン系カップリング材等が用いられる。
【００４２】
図１に示すように、コンタクトスルーホール１９の開口位置が、オーバーコート層１５に
形成された第２開口１６からノボラック系感光性レジスト１７の膜厚分Ｌ（ノボラック系
感光性レジスト１７が１．５μｍの膜厚で塗布される場合、実際には目合わせ余裕も含め
て、レイアウト上はコンタクトスルーホール１９と第２開口１６とのマージンを２．０μ
ｍに設計する）以上離れていないと、パターニングの際、ノボラック系感光性レジスト１
７のコンタクトスルーホール１９がオーバーコート層１５の第２開口１６の端面形状の影
響により、弓なり形状に形成される。このため、パッシベーション膜８界面のノボラック
系感光性レジスト１７の形状が第２開口１６に沿って垂直になってしまい、パッシベーシ
ョン膜８のコンタクトスルーホール断面形状をテーパー状にすることができない。
【００４３】
また、ノボラック系感光性レジスト１７を現像後、溶媒を蒸発させるためのポストベーク
は１２０℃以下で行う必要がある。これにより、パッシベーション膜８界面のノボラック
系レジスト１７の形状がテーパー状に形成できるので、エッチング後のコンタクトスルー
ホール１９の断面形状もテーパー状に形成され、画素電極２０とドレイン電極７との間の
接続抵抗が低く、良好なアクティブマトリクス基板を得ることが出来る。
【００４４】
本発明は、樹脂ブラックマトリクスやカラーレジストのない構造でも有効であり、ＴＦＴ
基板上に有機膜からなるオーバーコート層を形成する全ての構造に適用できる。
【００４５】
第１の実施形態における製造方法についてさらに詳細に説明する。図４～６は本実施形態
の製造フローを図３（ａ）の切断線Ａ－Ａ’に沿った断面図として示したものである。
【００４６】
まず、透明性絶縁性基板１上にチャネルエッチ型ＴＦＴ１０ａを形成し、チャネルエッチ
型ＴＦＴ１０ａを含む基板全面をパッシベーション膜８で覆う。パッシベーション膜８は
例えばプラズマＣＶＤ法による窒化シリコン膜で形成する（図４（ａ））。
【００４７】
次に、赤色顔料をアクリル系樹脂に分散させたネガ型光硬化性カラーレジストを、スピン
コート法で基板上に塗布する。膜厚は約１．２μｍ程度になるようスピン回転数を調整す
る。続いて、ホットプレートで８０℃、２分間のプリベークを行い、露光した後、ＴＭＡ
Ｈ（テトラメチルアンモニウムヒドロオキサイド）液で現像し、対応する部分に赤色カラ
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ーフィルタ１３ａを形成する。コンタクトスルーホール形成予定領域には赤色カラーフィ
ルタ１３ａを設けないので、その領域は第１開口１２となる。さらに、クリーンオーブン
で２２０℃、６０分間の焼成を行い、赤色カラーフィルタ１３ａを硬化させる（図４（ｂ
））。
【００４８】
次に、赤色カラーフィルタ１３ａ形成と同様の方法で緑色カラーフィルタ１３ｂを形成し
、オーブンで２２０℃、６０分間の焼成を行うと緑色カラーフィルタ１３ｂが得られる（
図４（ｃ））。
【００４９】
次に、青色カラーフィルタ１３ｃの形成も同様の方法で形成する（図５（ａ））。
【００５０】
次に、カラーフィルタの形成後、ブラックマトリクス１４を形成する。ブラックマトリク
ス１４はアクリル樹脂にカーボンあるいは顔料を分散させた樹脂ブラックマトリクスを用
いる。本実施形態では、粘度２０ｃｐ程度の材料を使いスピンコート法で基板上に約１．
５μｍの膜厚に形成し、コンタクトホール形成予定領域には設けない（図５（ｂ））。
【００５１】
次に、オーバーコート層１５を塗布し、現像工程にてオーバーコート層１５のコンタクト
スルーホール形成予定領域の開口を行い、第２開口１６を形成する。更にオーバーコート
層１５の焼成を２２０℃、６０分間行いオーバーコート層１５を硬化させる。この時、現
像工程での現像マージンが狭いため、現像液のＰＨの変動により、オーバーコート層１５
がサイドエッチングされてパッシベーション膜８近傍で垂直に近い開口形状となる場合が
あるため、焼成前に１２０℃～１６０℃の温度で３分以上のミッドベークを行うと、サイ
ドエッチング後の開口形状がテーパーの付いた開口形状となる（図５（ｃ））。
【００５２】
続いて、ノボラック系感光性レジスト１７を１．５～４．０μｍの厚さに塗布し、パター
ニングして、ノボラック系感光性レジスト１７にコンタクトホール１８を形成する。この
とき、ノボラック系感光性レジスト１７が１．５μｍの膜厚で塗布される場合、実際には
目合わせ余裕も含めて、レイアウト上はコンタクトスルーホール１９と第２開口１６との
マージンを２．０μｍに設計される。従って、コンタクトスルーホール１９と第２開口１
６とが設計通り形成されたとすると、２．０μｍの間隔Ｌをもって形成されることとなる
。
【００５３】
その後、ノボラック系感光性レジスト１７をマスクとしてパッシベーション膜８のエッチ
ングを行う（図６（ａ））。この時、ノボラック系感光性レジスト１７を現像後、ノボラ
ック系感光性レジスト中の溶媒を蒸発させるためのポストベークは１２０℃以下で行う必
要がある。１２０℃以上の温度でポストベークを行うとノボラック系感光性レジストがメ
ルトし始め、下地の弓なり形状のオーバーコート層に沿った形状になってしまう。従って
、パッシベーション膜８界面のノボラック系レジスト１７のコンタクトホール１８形状が
垂直に切り立ってしまうため、パッシベーション膜８に開口されるコンタクトスルーホー
ル１９の形状が垂直に形成される。コンタクトスルーホール１９がこのような形状に形成
されると
、続く工程で形成される画素電極のコンタクトスルーホール１９におけるカバリッジが悪
化し、ドレイン電極７とのコンタクト抵抗が大きくなってしまう。
【００５４】
次に、オーバーコート層１５、コンタクトスルーホール１９の形成後、それらの上にスパ
ッタ法で画素電極となる透明導電膜を成膜する。この時、膜厚は厚いほど良好なカバレッ
ジが得られ、ドレイン電極７との電気的な接続が安定するが、透明導電膜に用いるＩＴＯ
（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉｎ－Ｏｘｉｄｅ）膜の加工性を考慮すると約１００ｎｍの膜厚が適
当である。ＩＴＯ膜をパターニングすることにより画素電極２０が形成される（図６（ｂ
））。
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【００５５】
以上、説明した製造方法により、開口率の向上した明るい液晶表示装置を、従来の液晶表
示装置より、信頼性よく製造することができる。
【００５６】
上記第１の実施形態を用いた第１の効果は、画素電極２０とドレイン電極７の電気的接続
を信頼性よく得ることができ、製品の製造歩留、信頼性を格段に向上することが可能であ
る。これは、弓なり形状に形成されたオーバーコート層１５の影響を受けないようパッシ
ベーション膜８にコンタクトスルーホール１９を形成する際のエッチングにおいて、ノボ
ラック系レジスト１７に開口された第２開口１８の形状を制御することにより可能になる
。これにより、高品質の液晶表示装置を製造することが可能になる。
【００５７】
次に、本発明の第２の実施形態について、図６（ａ）を参照して説明する。
【００５８】
本実施形態は、第１の実施形態の図６（ａ）の工程において、ノボラック系感光性レジス
トを現像した後のポストベークを省くことによっても、パッシベーション膜８界面のノボ
ラック系感光性レジスト１７に開口された第２開口１８の形状をテーパー状に形成するこ
とができる。このとき、レジスト中に残存する溶媒を蒸発させるため、減圧乾燥処理を行
ってもよい。以上、説明した製造方法により、第２の実施形態のアクティブマトリクス基
板を製造することができる。
【００５９】
次に、本発明の第３の実施形態について、図６（ａ）を参照して説明する。
【００６０】
本実施形態は、第１の実施形態の図６（ａ）の工程において、ノボラック系感光性レジス
ト１７を塗布する前に、パッシベーション膜８との密着性を向上させるための界面処理を
行い、ノボラック系感光性レジスト１７の現像時のパッシベーション膜８界面のノボラッ
ク系感光性レジストの現像レートを遅くし、ノボラック系感光性レジスト１７に開口され
た第２開口１８の形状をテーパー状に制御する。密着性向上のための界面処理剤としては
、シラン系カップリング剤などがよい。
【００６１】
次に、本発明の第４の実施形態について、図６（ａ）を参照して説明する。
【００６２】
本実施形態は、第１の実施例の図６（ａ）の工程において、ノボラック系感光性レジスト
１７を塗布し、露光する際、ハーフトーンマスクもしくはグレートーンマスクを用いて、
コンタクトスルーホール部周辺のノボラック系感光性レジストを徐々に感光させ、すなわ
ち、第２開口１８の中心に向かうに従って露光度が増すように露光を行い、ノボラック系
感光性レジストに開口された第２開口１８にテーパーをつける。これにより、パッシベー
ション膜８をエッチングする際、ノボラック系感光性レジスト１７の第２開口１８のテー
パー部分に沿って、サイドエッチが入るため、テーパー状のコンタクトスルーホール１９
が形成できる。
【００６３】
次に、本発明の第５の実施形態について、図７を参照して説明する。図７（ａ）は第５の
実施形態の液晶表示装置のＴＦＴ基板側の平面図であるが説明の簡略化のために、カラー
フィルタ、ブラックマトリクスは図３と同じであるので省略している。１画素分を示して
いる。また、図７（ｂ）は、図７（ａ）の切断線Ｂ－Ｂ’に沿った断面図である。本実施
形態は、本発明の第１から第４の実施形態を横電界型のＴＦＴに適用した例である。本実
施形態の構造は、本発明の第１の実施形態と同様にパッシベーション膜、カラーフィルタ
、ブラックマトリクス、コンタクトスルーホール、オーバーコート層まで形成した後、オ
ーバーコート層の上に櫛歯電極と共通電極を形成する構成を採る。従って、本実施形態の
製造方法は、本発明の第１の実施形態の図５（ｃ）までは全く同じ製造工程で進められる
。また、図７（ａ）に示すように、透明性絶縁基板１上には共通電極２２がゲート配線２
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ｂと同時に形成される。
【００６４】
図５（ｃ）のように、ドレイン電極７上方のオーバーコート層１５に第２開口１６を形成
するが、本実施形態ではさらに、図７（ａ）に示すように、共通電極２２の上方にも共通
電極用開口４６を形成する。
【００６５】
続いて、第１の実施形態と同様にして、ノボラック系感光性レジストをマスクとしてパッ
シベーション膜８のエッチングを行って、ドレイン電極７の上にコンタクトスルーホール
１９を形成するが、同時に、共通電極用の開口部のパッシベーション膜８もエッチングし
てコンタクトスルーホール４９を形成する。その後、オーバーコート層１５の上にスパッ
タ法でＣｒを成膜し、パターニングして櫛歯状の画素電極４０と上部共通電極４２を形成
する（図７（ａ）、（ｂ））。
【００６６】
本実施形態においては、画素電極４０とドレイン電極７との間の電気的接続のみならず、
上部共通電極４２と共通電極２２との間の電気的接続をも信頼性よく得ることができ、製
品の製造歩留、信頼性を格段に向上することが可能である。これは、弓なり形状に形成さ
れたオーバーコート層１５の影響を受けないようパッシベーション膜８にコンタクトスル
ーホール１９、４９を形成する際のエッチングにおいて、ノボラック系レジストに開口さ
れたコンタクトホール１８（本実施形態の場合、共通電極用の開口部にもコンタクトホー
ル１８が形成される）の形状を制御することにより可能になる。これにより、高品質の横
電界型の液晶表示装置を製造することが可能になる。
【００６７】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法では、ＴＦＴを覆
うようにパッシベーション膜が設けられ、その上にカラーフィルタ及びそれを覆うオーバ
ーコート層を形成した上でソース・ドレイン電極と画素電極を接続するためにパッシベー
ション膜にコンタクトスルーホールが形成される。このとき、ソース・ドレイン電極と画
素電極とを接続抵抗の小さい安定した接続とするために、コンタクトスルーホールをテー
パー形状に形成する。そのために、コンタクトスルーホールの開口の位置をオーバーコー
ト層の開口の位置から２μｍ以上離すことにより、コンタクトスルーホール形成用のノボ
ラック系感光性レジストの開口部にテーパーが付くようにする。これにより、パッシベー
ション膜のコンタクトスルーホールの側面がテーパー状に形成され、コンタクトスルーホ
ールを覆う画素電極がソース・ドレイン電極とカバレッジ良く接続され、両電極間を低抵
抗で安定性良く接続することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１～４の実施形態によるアクティブマトリクス基板のＴＦＴ近傍の断
面図である。
【図２】アクティブマトリクス基板の回路図である。
【図３】本発明のアクティブマトリクス基板の製造方法に用いられるアクティブマトリク
ス基板の１画素分の平面図である。
【図４】本発明の第１～４の実施形態を示すアクティブマトリクス基板の製造方法を製造
工程順に示す断面図である。
【図５】図４に続く製造工程を示す断面図である。
【図６】図５に続く製造工程を示す断面図である。
【図７】本発明の第５の実施形態によるアクティブマトリクス基板の１画素分の平面図及
び断面図である。
【図８】従来のアクティブマトリクス基板の製造方法を製造工程順に示す断面図である。
【図９】図８に続く製造工程を示す断面図である。
【符号の説明】
１、５１　　透明性絶縁基板
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２ａ、５２ａ　　ゲート電極が
３、５３　　ゲート絶縁膜
４、５４　　半導体層
５、５５　　オーミックコンタクト層
６ａ、５６ａ　　ソース電極
７、５７　　ドレイン電極
８、５８　　パッシベーション膜
１３ａ、６３ａ　　赤色カラーフィルタ
１３ｂ、６３ｂ　　緑色カラーフィルタ
１３ｃ、６３ｃ　　青色カラーフィルタ
１４、６４　　ブラックマトリクス
１５、６５　　オーバーコート層
１６、６６　　（オーバーコート層の）第２開口
１７、６７　　ノボラック系感光性レジスト
１８、６８　　（ノボラック系感光性レジストの）コンタクトホール
１９、４９、６９　　コンタクトスルーホール
２０、４０、７０　　画素電極
２２　　共通電極
４４　　液晶
４５　　画素容量

【図１】

【図２】

【図３】
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